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1.はじめに  

有機半導体は無機半導体に比べて可溶性に優れている
ことから印刷プロセスを適用して安価で大面積の回路を
作製することができる。また柔軟性をもつため、フレキ
シブルデバイスの作製にも利用されるしかし、有機半導
体のデバイスは無機デバイスよりも駆動電圧が大きいと
いう欠点が存在する。本研究では窒素雰囲気下でアニー
ル処理を行うことにより有機半導体を用いた素子の特性
改善を目指した。  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.実験方法  

n + -Siの基板をフッ酸洗浄した後に 900℃、30
分で熱酸化を行い SiO2を成膜した。次に真空蒸着
法で 有機半導体材料であるペンタセンと Au、裏
面にゲート電極としてアルミニウムを成膜して
Fig.1のような有機 MOS 構造を作製した。このう
ち一部の試料は N2雰囲気下で 100℃、30分の条件
でアニール処理を行い、成膜プロセスの過程にお
いて Fig.2に示すように異なるタイミングで行っ
た。これら全ての試料について C-V 測定を行っ
た。(a)では下地金属と有機半導体との接触面の
平滑化、(b)ではそれに加えて有機半導体の膜質
の改善、(c)では上部金属と有機半導体との接触
面の平滑化を目的としている。次に有機 MOSと同様 
の手順で Fig.3のようなトップコンタクト型のトラ 
ンジスタを作製した。このうち一部の試料に対して 
試料完成後アニールを行い、電流特性の変化を調べた。 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.C-V測定結果 
 Fig.1,2に示した試料の C-V測定結果を Fig.4に示
す。最大蓄積容量値は(a),(b),(c),(d)の順に増大して
おり、共に SiO2単体の絶縁膜容量値に近づくことが分
かった。これはアニールによって電極と有機半導体の接
触面が改善され、また有機半導体の膜中において有機分
子の配向性不良を起因とした構造欠陥が改善されたこと
によりキャリアが絶縁膜付近に蓄積されやすくなったも
のだと推測される。 

 
 
 
 
4.トランジスタの測定結果 
 作製したトランジスタの特性比較の結果は Fig.5のよ
うになった。(b)の試料のほうが電流値が増大している
ことからアニールによって有機半導体の膜中の伝導性が
向上したことが考えられ、有機デバイスに対するアニー
ル処理の効果を再確認した。一方で本研究で作製した試 
料にはゲートからリーク電流が発生していることが判明
した。今後はアニール効果を維持しながら、リーク電流
の抑制方法を検討していく。 
  
 
 

Fig.1  有機 MOS の構造図 
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(a) 下地のAu蒸着後にアニール 

 

(b) 有機蒸着後にアニール 

 

(c) 試料完成後にアニール 

 

Fig.3  有機トランジスタの構造図 
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(b) 下地のAu蒸着後にアニール 

 

(c) 有機蒸着後にアニール 

 

(ｄ) 試料完成後にアニール 

 

(a) As grown 
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(a) As grown 

 

(b) 試料完成後にアニール 

 
Fig.5  トランジスタ特性の比較 

Fig.2  有機 MOS のアニール処理の様子 

Fig.4  C-V 特性の比較結果 
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